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(1,2) joined 

by metallic flanges (6) . The semiconductor body (3) has a cathode 
(8) and a 

metallic contact disc (17) which is fitted into a central bore (14) 
through the 

cathode cover plate (1) for contact with the gate electrode via one 
or more 

springs (16) . The disc (17) has a radial bore into which the gate 
connection 

(10) is secured e.g. by soldering. 

The metallic contact ring (21) rests between an annular portion of 
the gate 

electrode and an annular groove (2 0) in the cathode cover plate (1) . 
It is 

isolated from the groove and compressed against the gate electrode by 
springs 

(24) between the ring and the base of the groove. 
ADVANTAGE - Secure and reliable contact is achieved. 
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© Thyrlstor mlt scheibenformigem Geh&use. 


© GTO-Thyristoren weisen im allgemeinen viele 
kleine inselformige Emitterzonen auf. Die von den 
Emitterzonen nicht beanspruchte OberflSche bildet 
das Basisgebiet und ist von einer Gateelektrode be- 
deckt. Zur Verringerung des lateralen Spannungsab- 
falls in der Gateelektrode wird diese durch einen 
Kontaktring (21) kontaktiert, der Uber Federn (24, 
28) an die Gateelektrode angepreBt wird. Der Ko- 
ntaktring sitzt zwischen dem Zentrum und dem Rand 
Oder am Rand des Halbleiterkorpers auf der Gatee- 
lektrode auf. 


FIG 1 
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Thyristor mft schelbenformfgem Gehause 


Die Erfindung bezieht sich auf einen Thyristor 
mit scheibenformigem Gehause, bestehend aus 
einem Isolierring und zwei mit diesem verbundenen 
Deckplatten, mit einem HalbleiterkSrper, der kato- 
denseitig mit mindestens einer Gateelektrode und 
mit mindestens einer Katodenelektrode versehen 
ist, mit einem Gateanschlufl. der durch Federdruck 
mit der Gateelektrode kontaktiert ist 

Ein solcher Thyristor ist beispielsweise in der 
DE-PS 22 46 423 beschrieben worden. Der Thyri- 
stor hat eine zentrale Gateelektrode, die Ciber eine 
zentral angeordnete Feder kontaktiert ist. Ene 
solche Anordnung ist zur Steuerung konventioneller 
Thyristoren weit verbreitet. Bei Einspeisung eines 
Steuerstroms breitet sich der ZGndvorgang ausge- 
hend von der der Gateelektrode ge- 
genUberliegenden innenkante des Emitters nach 
auflen aus, bis der gesamte Querschnitt des Hat- 
bleiterkdrpers Strom fUhrt. 

Bei abschaltbaren Thyristoren, auch Gate-Turn- 
Off(GTO)Thyristoren genannt, wird das Abschaiten 
dadurch bewirkt, dafi ein der PolaritSt des Steuer- 
stroms entgegengesetzter Strom aus dem Halblei- 
terkorper abgezogen wird. Dieser Strom ist wesent- 
lich hoher a!s der zum Einschalten erforderliche 
Strom und liegt in der GrSflenordnung von 1/3 bis 
1/10 des Nenn-Laststroms. Flie/Jt ein solch hoher 
Strom aus dem HaJbieiterkdrper radial zu einer 
zentral angeordneten Steuerelektrode, so wird un- 
ter dem katodenseitigen Emitter ein hoher Span- 
nungsabfall erzeugt Er kann so hoch sein. dafl der 
Auflenbereich des Emitters in VorwSrtsrichtung vor- 
gespannt bleibt und der Thyristor nicht gesperrt 
wird. Steigt in diesem Zustand die Anoden- 
Katoden-Spannung am Thyristor wieder an, so 
kommt es zu einer erneuten ZQndung des Thyri- 
stors. 

Zur Vermeidung dieser Nachteile und zur Ver- 
ringerung der Freiwerdezeit ist es bekanntgewor- 
den, den Emitter eines GTO-Thyristors in kleine 
inselformige Bereiche zu zertegen, die lediglich 
Ober eine gemeinsame Katodenelektrode elektrisch 
miteinander verbunden sind. Durch die feine Struk- 
tur werden die lateralen SpannungsabfMUe unter 
den Emitterinseln so klein gehalten, dafl die Spei- 
cherladung innerhalb kurzer Zeit ausgerSumt wer- 
den kann. Das heiflt, daB mit einem solchen Thyri- 
stor annehmbar kleine Freiwerdezeiten erreicht 
werden konnen. Bn Thyristor mit der erwShnten 
inselfSrmigen Struktur des Emitters ist z. B. in den 
"Siemens Forschungs-und Entwicklungsberichten", 
Band 14 (1985), Nr. 2. Seiten 39 bis 44, insbeson- 
dere Bild 4, beschrieben worden. Hierbei nimmt die 
Gateelektrode den von den Emitterinseln nicht be- 


anspruchten Teil der Oberflache des Halblei- 
terkorpers ein. 

Da der Abschaltstrom eines solchen Thyristors 
verglichen mit dem Einschaltstrom relativ grofl ist, 

s kann es bei zentraler Gateelektrode zu groflen 
Spannungsabfallen in lateraler Richtung der Gatee- 
lektrode kommen. Daher wird die Gateelektrode 
beim GTOThyristor im allgemeinen an mehreren 
Stellen kontaktiert. Bei dem aus der oben 

to erwShnten Zeitschrift bekannten GTO-Thyristor bie- 
tet sich eine ringformige Flache der Gateelektrode 
an, die zwischen einem ersten und einem zweiten, 
dazu konzentrischen Ring von inselfSrmig angeord- 
neten Emitterzonen liegt. 

is Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, 
einen sicheren und zuverlSssigen Kontakt fQr einen 
Thyristor der eingangs erwShnten Gattung zu - 
schaffen, dessen Halbleiterkorper eine Gateelek- 
trode mit mindestens einem ringformtgen Bereich 

20 aufweist 

Diese Aufgabe wird gemMfl der Erfindung 
dadurch geiost, dafl in der katodenseitigen Deck- 
platte Oder in einer zwischen dieser Deckplatte und 
dem Halbleiterk6rper angeordneten metallenen 

25 Zwischenplatte auf der dem Halbleiterkorper zuge- 
wandten Seite eine ringfdrmige Nut vorgesehen ist 

da£ in der ringformigen Nut ein metallener Kontak- 
tring angeordnet ist, 

30 

dafl der Kontaktring gegen die Nut isoliert ist, 

da/5 zwischen dem Boden der Nut und dem Ko- 
ntaktring mindestens eine Feder sitzt, die den Ko- 
35 ntaktring gegen die Gateelektrode drUckt. 

und dafl der Gateanschlu/J elektrisch mit dem Ko- 
ntaktring verbunden ist. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
40 genstand der UnteransprQche. 

Die Erfindung wird anhand zweier 
Ausf Qhrungsbeispieie in Verbindung mit den Fig. 1 
bis 3 naher erlautert. Dabei zeigen die Rg. 1 und 3 
Schnrtte durch zwei verschiedene 
45 AusfQhrungsbeispiele eines GTO-Thyristors und 
die Fig. 2 eine Einzelheit aus dem 
AusfOhrungsbeispiel nach Rg. 1. 

Der Thyristor nach Rg. 1 weist eine katoden- 
seitige Deckplatte 1 und eine anodenseitige Deck- 
so piatte 2 auf. Diese Deckplatten dienen als 
ZufQhrungselektroden. Die Deckplatten kontaktieren 
einen Halbleiterkorper 3, der Qblicherweise auf eine 
Molybdanronde 4 auflegiert ist. Die Deckplatten 1, 
2 sind Qber metallene Flansche 6, 7 mit einem 
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Isolierstoffring 5 verbunden. Dieser besteht im all- 
gemeinen aus Keramik. 

Die Katodeneiektrode des Hafbieiterkdrpers 3 
1st mit 8 bezeichnet. Die Gateelektrode ist der 
besseren Obersichtlichkeit halber nicht dargestellt, 
sie faltt zeichnerisch mit der katodenseitigen Ob- 
erflSche des Halbleiterkorpers 3 zusammen. 

Die Gateelektrode ist an einer zentraien Stelle 
des Halbleiterkdrpers 3 durch eine metallene 
Kontaktscheibe 17 kontaktiert Diese Kontakt- 
scheibe sitzt in einer Sackbohrung 14 der katoden- 
seitigen Deckplatte 1. Gegen die Deckplatte ist die 
Kontaktscheibe 17 durch eine IsolierhQIse 15 iso- 
liert. Die Kontaktscheibe 17 wird durch eine Oder 
mehrere Federn 16 an den zentraien Teil der 
Gateelektrode angepreflt Die Federn 16 stOtzen 
sich dabei gegen den Boden der Sackbohrung 14 
ab. Zur Isolierung der Kontaktscheibe 17 gegen die 
Deckplatte 1 liegt zwischen den Federn 16 und der 
Kontaktscheibe 17 ein IsolierstoffplSttchen 18. 

Die Kontaktscheibe 17 ist mit einer radialen 
Bohrung versehen, in der ein Gateanschlufl 10 z. B. 
durch VeriSten befestigt ist. Der Gateanschlufl 10 
ist Ober einen Teil seiner Lange mit einer Isolier- 
stoffhOlse 11 Uberzogen und fOhrt durch einen 
Schlitz 9 in der Deckplatte 1 und eine radial© 
Offnung des Isolierstoffrings 5 nach auflen. 

In der katodenseitigen Deckplatte 1 ist eine 
ringfflrmige Nut 20 vorgesehen, in der ein metalle- 
ner Kontaktring 21 sitzt. Dieser Kontaktring sitzt auf 
einem ringfdrmigen Teil der Gateelektrode auf. 
Dieser ringformige Teil kann am Rand des Halblei- 
terkorpers Oder zwischen Rand und Zentrum des 
HalbleiterkSrpers liegen. Der Kontaktring 21 wird 
durch einen in der Nut 20 angeordneten konzentri- 
schen Isolierstoffring 22 zentriert. Dieser Ring kann, 
wie dargestellt, innerhalb des Kontaktrings 21 oder 
auflerhalb angeordnet sein. Zwischen dem Boden 
der Nut 20 und dem Kontaktring 21 bzw. dem 
Zentrierring 22 ist eine Feder 24 angeordnet, die 
den Kontaktring gegen einen ringfflrmigen Bereich 
der Gateelektrode preflt Als Feder kommt hier 
vorzugsweise eine mehrfach gewellte Federscheibe 
in Betracht. wie sie in Rg. 2 gezeigt ist. Es ist auch 
moglich, eine ringfOrmige Tellerfeder zu verwen- 
den. Zwischen der Federscheibe 24 und dem Ko- 
ntaktring 21 liegt zur Isolation des Kontaktrings 
gegen die Deckplatte 1 eine ringformige isolierfoiie 
23. Die Anordnung nach Rg. 1 wurde so ge- 
schnitten, daB die Federscheibe 24 auf der rechten 
Seite am Boden der Nut 20 anliegt, auf der linken 
Seite jedoch am Kontaktring 21. Im Extremfall kann 
die Federscheibe 24 vollig plan verformt werden. 

Im AusfQhrungsbeispiel nach Rg. 1 ist der 
Gateanschlufl 10 elektrisch mit dem Kontaktring 21 
verbunden. Es ist jedoch auch mOglich, die 
Kontaktscheibe 17 und den Kontaktring 21 Qber je 
einen besonderen Gateanschlufl nach auflen zu 


fQhren. Fur beide F^lle weist der Isolierstoffring 22 
einen Schlitz 25 auf, durch den der Gateanschlufl 
hindurchgeht. 

Das AusfQhrungsbeispiel nach Rg. 3 unter- 

5 scheidet sich von dem nach Rg. 1 im wesentlichen 
durch eine andere Anordnung der fOr das Anpres- 
sen des Kontaktrings 21 bestimmten Federn. Hier 
sind Ober den Umfang des Kontaktrings 21 verteilte 
Federn 28 angeordnet. Diese beiasten den Kontak- 

70 tring Ober ein DruckstOck 30. das gegen den Ko- 
ntaktring durch eine Isolierfoiie 21 isoliert ist 
ZweckmSfligerweise sitzen die Federn 28 jeweils in 
einem SackJoch 27, dessen Durchmesser dem 
Federdurchmesser entspricht 

75 Der Kontaktring 21 und die Kontaktscheibe 17 
sind wiederum mit einem Gateanschlufl 10 verbun- 
den. 

In den AusfQhrungsbeispielen ist die 
ringfQrmige Nut 20 in der katodenseitigen Deck- 
20 platte 1 angeordnet. Sie kann jedoch auch in einer 
metallenen Zwischenplatte liegen, die zwischen 
dem Halbleiterktirper und der Deckplatte 1 an- 
geordnet ist 


Bezunoszeichenlists 

1,2 = Deckplatte 
3 = Halblerterktfrper 
30 4 = MolybdSnronde 

5 * Isoloerstoffring 
6, 7 = Ransch 

8 = Katodeneiektrode 

9 Schlitz 

35 10 « Gateanschlufl 

11 « IsolierstoffhQIse 

14 = Sackbohrung 

15 * IsolierhQIse 

16 * Feder 

40 17 = Kontaktscheibe 

18 = Isolierstoffpiattchen 

20 = Nut 

21 = Kontaktring 

22 = Isolierstoffring 
45 23 = Isolierfoiie 

24 = Feder 

25 = Schlitz 

27 » Sackloch 

28 = Feder 

so 30 ■ DruckstOck 


Anspruche 

55 1. Thyristor mit scheibenffirmigem GehSuse. 
bestehend aus einem Isolierring und zwei mit die- 
sem verbundenen Deckplatten, mit einem Halblei- 
terkorper, der katodenseitig mit mindestens einer 
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Gateelektrode und mit mindestens einer Katodene- 
lektrode versehen ist, rait einem Gateanschlufl, der 
durch Federdruck mit der Gateelektrode kontaktiert 
ist, dadurch gekennzelchnet 

dafl in der katodenseitigen Deckpiatte (1) oder in 
einer zwischen dieser Deckpiatte und dem Halblei- 
terkorper (3) angeordneten metaJlenen Zwi- 
schenplatte auf der dem Haibleiterkorper zuge- 
wandten Seite eine ringfSrmige Nut (20) vorgese- 
hen ist, 

dafl in der ringformigen Nut (20) ein metallener 
Kontaktring (21) angeordnet ist, 

dafl der Kontaktring (21) gegen die Nut isoliert ist, 
dafl zwischen dem Boden der Nut (20) und dem 
Kontaktring mindestens eine Feder (24, 28) sitzt, 
die den Kontaktring gegen die Gateelektrode 
drQckt, 

und dafl der Gateanschlufl (10) elektrisch mit dem 
Kontaktring verbunden ist. 

2. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, da/3 zwischen dem Boden der Nut - 
(20) und dem Kontaktring (21) Qber den Umfang 
der Nut verteilt mehrere Druckfedem (28) angeord- 
net sind. 

3. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafl zwischen dem Boden der Nut 
und dem Kontaktring eine mehrfach gewellte 
Federscheibe (24) angeordnet ist. 


4. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafl der Kontaktring (21) durch ein- 
en konzentrischen Isoiierstoffring (22) in der Nut - 
(20) zentriert ist. 

5 5. Thyristor nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzelchnet, dafl in der katodensei- 
tigen Deckpiatte (1) oder der zwischen dieser 
Deckpiatte und dem HalbleiterkSrper angeordneten 
metallenen Zwischenplatte auf der dem Halblei- 

10 terkorper zugewandten Seite ein zentrales Sac- 
kloch (14) vorgesehen ist, dafl in dem Sackloch 
eine Kontaktscheibe (17) angeordnet ist, 

dafl die Kontaktscheibe gegen das Sackloch isoliert 

is ist. dafl zwischen dem Boden des Sacklochs und 
der Kontaktscheibe mindestens eine Feder (16) 
sitzt die die Kontaktscheibe gegen die Gateelek- 
trode drQckt, und dafl die Kontaktscheibe elektrisch 
mit einem Gateanschlufl (10) verbunden ist. 

20 6. Thyristor nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzelchnet , dafl zwei GateanschlQsse vorgese- 
hen sind, die durch das GehSuse nach auflen 
gefUhrt sind und dafl der Kontaktring (21) mit dem 
einen und die Kontaktscheibe (17) mit dem ande- 

25 ren Gateanschlufl verbunden ist. 

7. Thyristor nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafl ein einziger Gateanschlufl (10) 
vorgesehen ist, der durch das GehSuse nach 
auflen gefOhrt ist und dafl der Kontaktring (21) und 

30 die Kontaktscheibe (17) mit diesem Gateanschlufl - 
(10) verbunden sind. 


35 


40 
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